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Transistorid kui aktiivsed signaali véimendavad

komponendid kuuluvad peaaegu igasse elektriskeemi.

Elektroonika-aabits

I Transistorid

06po6himatte jargi saab transistore jagada bipolaarseteks ja
véljatransistorideks. Transistori tahis elektriskeemides on T v6i Q.
Uht ja ainukest «&iget» varianti, nagu naiteks takistite puhul R, ei
ole. Samuti on lood skeemitahisega. Enamasti noutakse tahisele ringi
Umber joonestamist, kuid skeem on tiheselt mdistetav ka ilma selleta.
Joonisel on Q1 ja Q2 NPN-ttilipi bipolaartransid, T3 aga PNP-t(ilpi
samasugune transistor. PNP- ja NPN-transi vahe on vaid transistori
skeemi Gihendamise polaarsuses. Enamik skeeme hakkab t66le ka
teistsuguse juhtivusega transsidega, kui toide ringi keerata (dioodid ja
elektroluitidid, kui neid skeemis on, iimselt samuti!).
Bipolaartransistoril on kolm valjaviiku: emitter, baas ja kollektor.

Milline neist on sisend ja milline véljund, soltub kasutatavast skeemist.
Péhilisi iihendusviise on ka kolm: UE- ehk iihise emitteriga lilitus
(kodige sagedamini kasutatay, sellega voimendatakse pinget ja voolu-
Elektroonika ABC tugevust), UB- ehk Gihise baasiga lilitus, millel on muuhulgas head
B Oktoober 2004: kérgsageduslikud omadused, ja UK-liilitus ehk emitterjargur. Viimane
Takistid lilitus ei vdimenda pinget, kiill aga voolutugevust. Naiteks saaks
W November 2004: UK-lilitusega tiitirida kas véi lambipirni (suurem koormus) méne
Kondensaatorid protsessori (nork allikas) abil.
I Detsember 2004: UK- ja UB-liilitused ei pd6ra faasi: sisendpinge kasvades kasvab ka
Unendused viljundpinge. UE-skeemis on asi teistpidi. UE-skeemi sisendtakistus
o %ertaa:;gtrozr%%: on madal, kuid pingevéimendus suur. Emitterjarguril jéllegi on suur
sisendtakistus, madal valjundtakistus, kuid pingevéimendus alati veidi

alla 1. Seda teades saame kombineerida naiteks
voimendi vanale piesondelaga grammofonile.
Kuna viimane ndéuab suure sisendtakistusega
voimendit, thendame koigepealt skeemi
emitterjarguri, soovitatavalt lausa noela lahedus-
se, ja pohivéimenduse saame UE- liilituses astmetega.

Toopodhimote
Hakkab silma, et transistor to6tab justkui baasi kaudu tlidrritava
potena: UE-lilituses baasipinge téstmisel hakkab transistor juhtima
(takistus vaheneb) ja pinge valjundis kahaneb. Kui soovime saada

Leiutatiseetore  «mOlemapoolset» véimsat valjundit, tuleb ka teine transs appi votta.
kolme koivaga jubin  Sellist lahendust voib ndha peaaegu iga helivdimendi skeemis.
1945. a Belli laboris. Reaalselt opereerib transistor voolutugevuste, mitte pingetega.
Samas leidubka  Juhime seda baasivooluga ja saame kollektorivoolu. Kuna vastavatele

neid, kes tiritavad  viikudele on ihendatud takistid, muundavad need voolutugevuse

anda selle leiutamise  pingeks (voi vastupidi) ja jadb mulje pingevaljundist.
au Lilienfeldtile (u Transistoridest ja nende kasutamisest saaks kirjutada (ja seda on
1923, http://www.  tehtud ka) mitu paksu raamatut: Ghendusviisidest, skeemide arvuta-
amasci.com/ama-  misest, tagasisidest jne. Ruumi kokkuhoiu méttes toon lihe hea lingi,
teur/transis.html).  kus muuhulgas seletatakse &ra ka transi toopohiméte: http://www.

williamson-labs.com/480_xtor.htm.

Transistoride olulised omadused

Poodi mingi skeemi jaoks transsi ostma minnes pole ildse vaja teada
kolmekoivalise sdbra koiki sadat ja Gihte parameetrit. Olulisemad
omadused on:

B pingetaluvus ehk maksimaalne pinge E-K vahel;

M voolutaluvus ehk maksimaalne kollektorivool: just nii palju voi
natuke vdhem saame transistorist voolu Idbi juhtida;

Joonisel on kujutatud
bipolaartransistori pohilisi
iihendusviise.
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B vooluvdéimendus (see kuulus beeta ehk hm), kuigi enamasti pdora-
takse ka sellele omadusele véhe tahelepanu;

B kasutusvaldkond: kallist korgsagedustransistori satelliit-TV vastu-
votuantenni peast (LNB) ei ole métet roboti mootorit tlilirima panna;
B korpus, sest vdga lahedaste omadustega transistore véib olla
pindliitekorpuses ja ka «tavalises» pisikeses TO-92-s. llmselt on viimast
kodustes oludes lihtsam monteerida. Osa véimsustransse on isolee-
ritud TO-220-kestas, osa aga samasuguses metallist kestas.

Laias ilmas tehakse igasugu imevidinaid, palju uut on leiutatud ka
transistoride vallas. Naiteks liittransistoride ehk darlington-liilitusega
transside puhul on tegu sisuliselt kahe transiga, mis on monteeritud
Uhte korpusesse. Tulemusena saame suurema véimenduse. On ole-
mas ka nn Uhesiirdetransid, millel on kaks baasi, aga puudub kollektor.
Selliseid kasutati naiteks vene telekate toiteploki kaitselllituses.

Valjatransistorid

Lopuks veel paar sona véljatransistoridest. Need elemendid meenu-
tavad hingeelult rohkem raadiolampe kui pooljuhte. Nende suur
eelis vorreldes bipolaartranssidega seisneb selles, et véljatransistori
tldritakse elektrivéljaga, mitte vooluga. See tahendab, et voime

paisule (nii nimetatakse transi juhtelektroodi) ihendada ka tlinérga
signaaliallika, kartmata selle mahakoormamist. Moodsaid valjatransse
kasutatakse tihtipeale ka jahutusradiaatorit mittevajavate vdimsate
|tlititena. Pisike 5*5 mm tiikk on vdga tubli: kommuteerib mangeldes
voolu 30 A ja rohkemgil Transs suudab selliseid voole edukalt ltlitada,
kuna selle avatud oleku takistus on ulivdike - tunduvalt alla ihe oomi.

Véljatransi juhtelektrood on, nagu juba mainitud, lejaanud
kremplist isoleeritud. Isolatsioon véib olla tehtud (vastupingestatud)
dioodiga - joonisel T7 ja T8, kuid voib kasutada ka spetsiaalset isolaa-
tormaterjali (tavaliselt mingit oksiidi). Pais on siis <metalliliistakas», mis
on transi ranikeha peale istutatud, vahel isoleeriv oksiidikiht (joonisel
T9). Neid transse kutsutakse MOP-véljatransistorideks. MOP-d on
universaalsemad, sest isolaator jaab isolaatoriks ka paisu «valel» pin-
gestamisel ja selliseid tooreziime kasutatakse. P-N-siirdega isoleeritud
valjatransid voivad téotada vaid sellistel (paisu)pingetel, kus isoleeriv
siire jadb veel vastupingestatuks.
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